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A. Przygotowanie systemu pomiarowego do pracy.
— podlaczy¢ system pomiarowy do komputera,
— $ciagnac¢ i zainstalowaé program Speaker Workshop,
— przeprowadzi¢ kalibracje.

B. Pomiar parametrow Thiele'a-Small'a glosnika niskotonowego.

— utworzy¢ plik glos$nika oraz katalog gtosnika (umiesci¢ plik gtosnika w katalogu) oraz
nazwaé wg uznania,

— klikng¢ PPM na pliku glo$nika, wybraé opcje ,,Properties”,

Driver properties E|

General Parameters l Data ]
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— w otworzonym oknie wybra¢ zaktadke ,,Parameters”,odczyta¢ z glosnika producenta oraz
model, w internecie (na stronie producenta) znalez¢ karte katalogowa gtosnika,

—  wypehi¢ czes¢ ,,Provided” wg danych producenta (zwrdci¢ uwage na poprawne jednostki),

— z obudowy usung¢ porty bas-reflex,

— za pomocg miarki zmierzy¢ a nastgpnie obliczy¢ objeto$¢ wewnetrzng obudowy,

— zamknga¢ szczelnie obudowe,

— w zakladce ,,Data” wybra¢ metode pomiaru, uzupetnic¢ ,,DC Res” (rezystancja cewki z
danych producenta) oraz uzupetic¢ warto$¢ objetosci obudowy wcezesniej wyliczong
warto$cig (zwroci¢ uwage na jednostki),
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Driver properties
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For Thiele Calculations

Impedance in Free Air -
v Llze thiz DC |B.DEIEI _|:| Ohmz

| K Res

* |mpedance in Sealed Box

| ﬂﬂ Sealed Yolume |35.3'| _|:| cu ft

" Impedance with Added tass

| ] addedMass | = o

ak. | Anulu | | Pomoc

— klikng¢ ,,0K”,

— ulozy¢ kable taczace system pomiarowy tak aby jak najbardziej omijaly zasilacz komputera
oraz aby byly jak najdalej od siebie,

— podlaczy¢ do systemu pomiarowego gltosnik przygotowany przez prowadzacego zgodnie z
polaryzacja,

— ustawi¢ pomiar impedancji (wcisnigty przycisk w Systemie pomiarowym),

— przycisnag¢ mocno glo$nik do tawki i wykonaé¢ pomiar impedancji ,,zwykty” oraz pomiar
impedancji ,,Free air”. Pomiary wygladzi¢ opcjg 1/16 1 wyskalowa¢ tak samo. Czy wykresy
si¢ roznia?

— podlaczy¢ do Systemu pomiarowego gltosnik w obudowie zgodnie z polaryzacja,

— zastoni¢ szczelnie otwor po porcie bas-reflex,

— wykona¢ pomiar impedancji ,,Sealed box” (zgodnie z wybrang metoda pomiaru). Poréwna¢é
wykresy ,,Free air” oraz ,,Sealed box”, co si¢ zmienilo na wykresie, jaka jest tego
przyczyna?

— zaznaczy¢ plik glosnika i wykona¢ polecenie Driver — Estimate parameters

= Speaker Workshop - SpkrWk1

File Edit Measure Resource  Opti

- e Estimate Parameters. .. I d

Metrge Port Response, .,

’—D o Set Equivalence... E
—_ Sp W L
:I:CI =ikl |||__

— w otworzonym oknie zaznaczy¢ i wypetni¢ pola wg ponizszego przyktadu i klikng¢ OK,

View
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Estimate Driver Parameters

X
Freguency Range

" Use entire range

Caricel
" UszeMarkers |20 Hz to (1000 Hz

* UseRangs  [2000 - Hz to [20000 - He

[ Do nat recalculate the free air diver equivalence

Set the low frequency point above any noize generated zero-phaze crozsings.

Set the high frequency point 20 as to clip any really noisy high frequency data
aut of the measurements.

— w oknie glo$nika automatycznie zostaly wpisane wyliczone parametry TS. Poréwna¢é
parametry z podanymi przez producenta. Czy parametry si¢ roznia? Jesli tak to jaka
moze by¢ tego przyczyna? Co to jest wygrzewanie glosnika? Czy moze to mie¢ wplyw
na zmierzone parametry? Jest to dobra okazja na dyskusje z prowadzacym.

C. Obudowa zamknieta.
— $ciagnacd i zainstalowaé program WinlISD,
— uruchomi¢ program, klikng¢ File — New project,
— W utworzony oknie zaznaczy¢ opcj¢ ,,Own drivers” 1 klikna¢ ,,New”,
— wypehi¢ nowe okno parametrami, nazwaé gtosnik, kliknag¢ OK
£ DriverEditor EE@

Driver name:

Drriver data:

os [ | ams[ ]
Yas: |:| 1 Hes: |:|

Fz: I:l Ha SPL: I:l Ei)
Fe: I:l ot PEC I:l 2]
Le: |:| mi BL: |:|
Amas I:l m dia I:l i
< I:l b S I:l ]

Additional information;

Entered by Drate:
[LuSzTi | 20111115 |
Comment;
|
| | ] | Cancel |

— dla utworzonego glo$nika wybra¢ parametry symulacji: Driver — 1, Placement — Normal,
Box Type — Closed,

— program zaproponowat objetos¢ obudowy (w zakladce Box). Czemu akurat taka
objetos¢?
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— Zmieni¢ objetos¢ obudowy na takg w jakiej znajduje si¢ gltosnik, w oknie ,,Plot window”
pojawi si¢ wykres dla nowych danych. Poréwna¢ wykres poprzedni i aktualny. Co si¢
zmienilo? Jaka jest tego przyczyna?

— zasymulowa¢ obudowg dla innych objetosci. Zaobserwowa¢ zmiany, wyciggnaé wnioski
oraz ogolne zaleznosci.

— w programie Speaker Workshop wykona¢ pomiar bliskiego pola dla obudowy zamknigte;]
(dla kazdego pomiaru szczelnie zastoni¢ otwor po porcie bass reflex),

— pordéwnac uzyskany pomiar z wykresem z symulacji. Czy wykresy si¢ roznia? Czy
charakter przebiegu jest porownywalny?

— wykona¢ pomiar impedancji. Jak zmienila si¢ czestotliwos$¢ rezonansowa wzgledem
pomiaru dla glosnika bez obudowy?

— wytlumi¢ obudowe gabka czopowa, powtdrzy¢ pomiar bliskiego pola, oraz pomiar
impedancji. Poréwna¢ aktualne wykresy z poprzednimi. Co zmienilo si¢ na wykresie?
Wyciagnac¢ wnioski. To jest dobra okazja na dyskusje z prowadzacym.

D. Obudowa bas-reflex.

— w programie WinISD zamkna¢ wszystkie projekty, utworzy¢ nowy projekt, wybra¢ opcje
,,Own drivers” i wybra¢ plik wczesniej utworzonego gtosnika,

— wybra¢ parametry symulacji dla jednego gltosnika w obudowie bas-reflex (vented),

— utworzy¢ projekt symulacji dla parametréw dla jednego gtos$nika w obudowie zamknigte;,

— w oknie ,,Plot window” pojawily si¢ dwa wykresy. Porownaé¢ wykresy, porownaé
zaproponowane objetosci, zanotowac¢ zaproponowane strojenie portu bas-reflex.

— zamkna¢ symulacje dla obudowy zamknigte;j,

— zasymulowac¢ obudowe dla innych objgtosci oraz roznych czestotliwosci strojenia portu.
Zaobserwowac¢ zmiany, wyciagna¢ wnioski oraz ogolne zaleznosci.

— w zakladce Box symulacji obudowy bas-reflex zmieni¢ objetos¢ na takg jak obliczona
objetos¢ obudowy,

— w obudowie umiesci¢ jeden port bas-reflex, przed zalozeniem portu zmierzy¢ jego
wewnetrzng Srednice z obu stron tunelu oraz jego dtugos¢,

— w programie Speaker Workshop wykona¢ pomiar impedancji glosnika w obudowie z
jednym portem bas-reflex,

— z wykresu odczyta¢ strojenie tunelu (najnizszy punkt siodta pomiedzy dwoma pikami
rezonansowymi), zmieni¢ nazwe pliku z pomiarem impedancji (w celu wykorzystania w
nastepnych punktach ¢wiczenia),

— przeksztatci¢ podany nizej wzor tak aby wielkos$cig szukang byto fb

106 F
PP 05+ F
gdzie:
L - dlugos¢ tunelu bass-reflex [mm],
¢ - predkos¢ dzwigku wyrazona w [m/s] (343 m/s),
F - powierzchnia otworu bass-reflex [mm”2],
b - czestotliwos¢ rezonansowa obudowy b-r [Hz],
Vb - objetos¢ obudowy [litr].
— obliczy¢ strojenie obudowy, obliczony wynik wpisa¢ w programie WinISD, w zakladce
,Box”, w polu ,,Tuning freq”.
— w zaktadce ,,Vents”, wybra¢ ,,Vent diameter” zgodny ze $rednica tunelu i odczyta¢ wynik w
,»Vent length”. Czy wynik pokrywa z fizyczna dlugoscia portu? Jesli nie to jakie moga
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by¢ tego przyczyny?

— dolozy¢ drugi port bas-reflex, zmierzy¢ dtugos¢ catego portu,

— wykona¢ pomiar impedancji, zmieni¢ nazwe pliku z pomiarem impedancji (w celu
wykorzystania w nastgpnych punktach ¢wiczenia). Jak zmienilo si¢ polozenie siodla na
wykresie? Czy zmiana jest zgodna z oczekiwaniami?

— zdja¢ drugi port bas-reflex, w obudowie umiesci¢ wytlumienie z gabki czopowej, wykonaé
pomiar impedancji i porowna¢ z pomiarem z jednym tunelem bez wyttumienia. Czy cos$ si¢
zmienilo? Jesli tak to jaka moze by¢ tego przyczyna? W analizie moze pomadc
przeksztalcony wczesniej wzor.

E. Odsluchy
— czekaé na instrukcje prowadzacego.

W sprawozdaniu umiescic:
KALIBRACJA
— zrzut ekranu z warto$ciami rezystora referencyjnego oraz rezystancji szeregowej w procesie
kalibracji pomiaru impedancji.

POMIARY PARAMETROW TS
— typ i model badanego glosnika,
— zrzut ekranu z pomiarami impedancji ,,Free air” oraz ,,Sealed box”,
— zrzut ekranu z wyliczonymi parametrami gto$nika,
— odpowiedzi na pytania oraz wnioski.

OBUDOWA ZAMKNIETA
— zrzut ekranu obudowy zaproponowanej przez program WinlSD wraz ze zrzutem ekranu ze
zmodyfikowang objetoscig obudowy,
— zrzuty ekranu kazdego pomiaru, wraz z poroéwnaniem z wynikiem symulacji jesli takie
powinno wystapic,
— odpowiedzi na pytania oraz wnioski.

OBUDOWA BAS-REFLEX
— zrzut ekranu obudowy zaproponowanej przez program WinlSD wraz ze zrzutem ekranu ze
zmodyfikowang objetoscia obudowy,
— zrzuty ekranu kazdego pomiaru, wraz z poréwnaniem z wynikiem symulacji jesli takie
powinno wystapic,
— wyniki obliczen,
— odpowiedzi na pytania oraz wnioski.

ODSLUCHY
— wlasne wrazenia z odstuchu r6znych obudéw.



